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摘 要

我們利用(Rapid-Thermal Chemical Vapor Deposition)RTCVD成長ZnO透明半導體，所使用的基板是康寧玻璃，在不同的腔

體溫度下成長透明半導體薄膜，工作壓力約在5 Torr 左右，比較其差異性。氧化鋅薄膜在可見光範圍之穿透率可達到75%

以上， X-ray儀器量測下，在34.4度有一個peak值，為C軸成長結構(002)面，原子力顯微鏡Atomic Force Microscope (AFM) 

，觀察樣品平整度為350度最佳，場發掃描式電子顯微鏡Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) ，主要觀察

薄膜厚度約40nm，在實驗中，測量熱激發電流效應，所推算出的活化能，接近氧化鋅激子束縛能60meV，樣品以成長溫

度350oC為最佳和電阻率0.1621Ω cm為最小。
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